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EG6562 芯片数据手册 V1.0 

1. 特性                                                        

 谐波优化的乘法器设计 

 启动电流小 

 工作电流小 

 内置前沿消隐 

 具有电压钳位功能的图腾柱输出 

 逐周期电流限制 

 电压基准精度±1.5% 

 VCC 欠压保护 

 动态过压保护 

 静态过压保护 

 输出开环保护 

 封装形式 SOP8、DIP8  

 

2. 描述                                                        

EG6562 是一款临界导通模式有源功率因素校正控制器，适合于中小功率的开关电源中。 

 

EG6562 内置谐波优化的乘法器，它包含一种特殊结构 ，能够减少交流输入电流谐波失真，能在很宽的

输入电压范围内和很大的负载电流范围内，实现对谐波优化，具有谐波失真极低，功率因素接近 1。 

 

EG6562 内置有完备的保护功能： VCC 欠压保护（UVLO）、系统输出过压保护（OVP）、 逐周期电流限制 、

系统输出开环保护、芯片输出驱动最高电压钳位等。 

 

3. 应用领域                                                    

 显示器、平板电视 
 电子镇流器 
 服务器电源 
 高端 AC/DC电源 
 台式电脑 
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4. 引脚                                                        

4.1 引脚定义 
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图 4-1. EG6562管脚定义 

 

 
 

引脚序号 引脚名称 描述 
1 INV 误差放大器反相输入端口 

2 COMP 误差放大器输出端口 

3 MULT 乘法器输入端口。 

4 CS 电流采样输入端口。 

5 ZCD 零电流检测输入端口。 

6 GND 芯片地 

7 GD 芯片输出引脚，用于驱动功率开关管。 

8 VCC 芯片电源 
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5. 结构框图                                                 
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图 5-1. EG6562 结构框图 
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6. 典型应用电路                                                     

 
图 6-1. EG6562 有源功率因素校准典型应用图 
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7. 电气特性                                                      

7.1 极限参数 
符号 参数名称 测试条件 最小 最大 单位 

VCC 电源电压 - -0.3 30 V 

Iclamp VCC钳位电流 - - 10 mA 

Izcd ZCD钳位电流 - - 10 mA 

INV、COMP、MULT、

CS 
低压端口 - - 6 V 

GD 输出引脚 - -0.3 VCC+0.3 V 

TA 环境温度 - -45 125 ℃ 

Tstr 储存温度 - -65 150 ℃ 

TL 焊接温度 T=10S - 300 ℃ 

注：超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏，在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。 

7.2 典型参数 
无另外说明，在 TA=25℃， VCC=15V 

参数名称 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 
电源电压部分（VCC引脚） 

电源供电范围 VCC  10.5  30 V 

VCC 导通阈值电压 UVLO_OFF  11.7 12.5 13.3 V 

VCC 关闭阈值电压 UVLO_ON  9.2 9.7 10.2 V 

VCC 齐纳 

电压钳 
VCC_Clamp I= 10 mA   30   V 

电源电流 

启动电流 Istart 开启前，VCC=11V  50  uA 

静态电流 Iq VINV =2.5  2.33 4 mA 

工作电流 ICC     mA 

静态电流 Iq VINV<150mV  0.82 2 mA 

乘法器 

M输入电流 IMULT VMULT=0-4V   1 uA 

线性工作范围 VMULT   0   3 V 

输出最大斜率 VCS/VMULT 
VMULT=0-1V 

VCOMP=5.5V 
1 1.1  V 

增益 K VMULT=1V，VCOMP=4V  0.38  V 
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误差放大器 

反馈输入电压 VINV 
 TJ=25℃ 2.475  2.5 2.525  V 

12V<VCC<29V 2.465  2.535 V 

线性调整率 VINV 12V<VCC<29V  2 5 mV 

输入偏置电流 IINV VINV=0 to 3V   1 uA 

电压增益 GV 开环状态 60 80  dB 

增益带宽积 GB   1  MHz 

输出拉电流 ICOMP+ VCOMP=4V，VINV=2.4V 2 3.6  mA 

输出灌电流 ICOMP- VCOMP=4V，VINV=2.6V 2.5 4.3  mA 

COMP 输出高电压 VCOMPH VINV=2.4V，ICOMP+=0.5mA 5 5.2 6 V 

COMP 输出低电压 VCOMPL VINV=2.6V，ICOMP-=0.5mA  2.25  V 

关闭阈值 VINVdis   200  mV 

恢复阈值 VINVen   450  mV 

输出过压保护 

动态过压触发电流 IOVP   32  uA 

迟滞 Hys     20    uA 

静态过压阈值      2.25  V 

电流检测比较器 

输入偏置电流 ICS VCS=0     2 uA 

前沿消隐 TLEB   200  nS 

电流比较电压 VCS  1.0 1.08 1.16 V 

电流检测偏置电压  VCSoffset 
VMULT=0V   2.6  mV 

VMULT=2.5V   34  mV 

零电流检测器 

高电压钳位 VZCDH IZCD=2.5mA  5.7  V 

低电压钳位 VZCDL IZCD=-2.5mA -0.3 0 0.3 V 

上升沿触发电压 VZCDUP   1.4  V 

下降沿触发电压 VZCDDN   0.7  V 

输入偏置电流 IZCD VZCD=1 to 4.5V  2  uA 

输出拉电流 IZCD+  2.5   mA 

输出灌电流 IZCD-  2.5   mA 
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启动计时器 

启动计时器周期 Tstart  80 170 300 uS 

栅极驱动 

低压输出 VOL Isink=100mA  0.6 1.2 V 

高压输出 VOH Isource=5mA 14 14.5  V 

最高输出箝位电压 VO_clamp   18  V 

输出上升时间 T_r GD=1nF  60 110 ns 

输出下降时间 T_f GD=1nF  30 70 ns 

输出拉电流 IO+   0.8  A 

输出灌电流 IO-   0.8  A 

 

7.3 工作原理 
EG6562 工作在临界导通模式的有源功率因素校准控制器，适用于中小功率的交流转直流开关电源。其控制原

理当电感电流过零的时候，打开功率 MOSFET 管，当电感电流上升到输入平均电流的 2 倍时关闭功率 MOSFET 管，

通过这种方式，输入电流的波形能很好的跟随输入电压，从而实现很低的谐波失真和很高的功率因素。 

 

7.4 启动和工作电流 
EG6562 典型启动电流只有 30uA，可以使用大电阻阻值的启动电阻，从而可以降低启动电阻功耗。 

EG6562 工作电流只有 2.3mA，可以满足芯片电源电容较小，同时可以快速启动。 

 

7.5 电流采样和前沿消隐 
  EG6562电流采样是逐周期电流限制，电流限制大小由外部限流电阻 Rs决定。 

Ipeak=1.08𝑉𝑉
𝑅𝑅𝑅𝑅

 

  每次功率管开启的时候，检测电阻上有产生一个较大的尖峰电压。为了避免这个尖峰电压引起的错误峰

值电流检测导致功率管提前关断，芯片内部设置了前沿消隐电路。在前沿消隐的时间段里，电流比较器不

动作。 

7.6 误差放大器 
输出电压通过电阻分压到 INV引脚，与芯片内部 2.5V的基准电压进行比较放大，来调整输出电压。一

般情况下，误差放大器的带宽被设定在 20Hz 以下，以减少线电压交流纹波影响，从而获得较高的功率因素。 

7.7 乘法器 
 乘法器最高输出电压钳位 1.08V，用于限制功率 MOSFET最大电流，乘法器输出的计算公司如下： 

VM=K*VMULT*(VCOMP-VREF) 

K：乘法器增益 

VMULT：MULT脚上的电压 
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VCOMP：误差放大器输出电压 

Vref:误差放大器 2.5V 基准电压 

7.8 零电流检测器 
当 ZCD的电压减小到 0.7V以下时，零电流检测器被触发，打开功率 MOSFET。为了防止误触发，ZCD上

设计了一个 0.7V的迟滞电压。另外 ZCD上设计了一个高电压跟低电压钳位。高电压箝位为 5.7V，防止高压

损坏芯片；低电压箝位在 0V，防止负压干扰芯片。 

7.9 系统开环保护 
EG6562具有系统开环保护功能，当 INV电压低于 0.2V时，EG6562芯片输出关闭。当 INV电压高于 0.45V，

EG6562 芯片允许输出打开。 

7.10  过压保护 
   EG6562 具有瞬态过压保护功能，防止环路太慢，引起输出电压过充。当输出瞬间过压时，输出电压的变

化量与流过 INV 和 COMP 之间补偿电路的电流成正比。当这一电流达到 32uA 时，乘法器的输出被强制拉低，

平稳的减少输出功率，当电流继续增加至 40uA 时，关闭功率 MOSFET；当电流减少至 10uA 以下，EG6562
重新启动。 
  当输出负载非常轻，输出电压过压情况持续时间太长，误差放大器的输出将会饱和为低电平，当电压低

于 2.3V，静态过压比较器将会动作，关闭功率 MOSFET。 

7.11 使能控制 
 INV 引脚电压低于 0.2V，EG6562 关闭输出，芯片工作电流降低到一个很低的水平。 

7.12 栅极驱动 
  EG6562 输出是图腾柱结构，能够快速驱动功率 MOSFET 和 IGBT，具有峰值 800mA 拉电流与峰值 800mA
灌电流能力。输出具有最高电压 18V 箝位功能，防止输出电压过高损坏功率 MOSFET 的栅极。 
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8. 典型特性曲线                                                     
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当 

9. 封装尺寸                                                         

9.1 SOP8 封装尺寸 
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9.1 DIP8 封装尺寸 
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